BDY20

max§& Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
i [Zi Firma: PHILIPS
¢ ‘ Wykonanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny
- _44/'5_ n-p-n W obudowie metalowej TO-3, kolektor
§‘ '%4 polaczony z obudowa
Q S
S Zastosowanie: uktady wzmacniaczy Hi-Fi, uktady
? przetwarzania sygnatow
O Typy podobne: BD130
1"
Rys. 1-410. BDY20
WartoSci charakterystyczne
min typ max
Icpo 3.1003 5 | mA | przy I =0, Ugg = 100 V
Icpo 0,7 | mA |przy Ig =0, U =30V
Topx 4.1073 5 | mA | przy —Ugg =15V, Ug =100 V
Icpx 0,3 10 | mA | przy —Ugg= 1,5V, Ucg =100V, ¢t; = 150°C
Igpo 1.1076 5 mA | przy Ip =0, Ugg =7V
Ugg 1,1 1,8 \' przy Ic =4 A, U =4V
UCEsat 0,4 1,1 A\ przy IC =4 A, IB = 0,4 A
Uckxk 3 v przy Ic = 10 A, Ip = wartodci, dla ktorej
Ic=11 A, Upgp=5V
hy1g 20 70 przy Ic =4 A, Usgp =4V
Ce 250 pF |przy Ig=1,=0, Ucg =20V, f=1 MHz
fr 1 MHz | przy Ic =1 A, Usg =4V, f=1 MHz
fhaie 9 kHz | przy I =1 A, U =4V
ha1ey 1,62 przy Ic = 0,4 A, Uep =4 V
h21E2
h
L2 1,32 przy Ie=4 A, Usp =4 V
h21E2
tq 0,4 us
t 2 us
t, 2 us
ty 2.5 us
L ;= 25°C

2) warunek dobierania parami dla 2xBDY20




BDY20

Wartos$ci graniczne

UCBO max
UCEO max
UCER max
UEBO max
IC max
ICM max
—'IEM max

4 tcase = 25°C

3 RBe = 100 Q

oy

100 v Plsimine 1154
60 A% 1 six 200
703 v Ryt - amax 40

7 v Rthj—c max 1,5
15 A Rth c—rmax 0,55
15 A Rth c—rmax 0,756)
15 A Baks —65-+4200

5 z dodatkowym chlodzeniem
6) z dodatkowym chlodzeniem i podkladka mikowa 56201 e
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Rys. 1-411. Uklad pomiarowy czas6w przelaczania
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Rys. 1-412. Zalezno$§¢ czasowa rezystancji termicznej R,y ;.
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Rys. 1-413. Zalezno$¢ napiecia kolektora Rys. 1-414. Charakterystyki wyjsciowe
od rezystancji Rpp
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Rys. 1-415. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-416. Charakterystyka sterowania na-

pigciowego
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Rys. 1-417. Charakterystyka sterowania na-

Rys. 1-418. Charakterystyka sterowania pra-
pieciowego
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Rys. 1-419. Zalezno$¢é wspoblczynnika wzmoc-

Rys.1-420. Zalezno$¢ czestotliwosci fi51,
nienia pradowego od pradu kolektora

od pradu kolektora
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Rys. 1-421. Zalezno$¢ czestotliwosci granicznej
od pradu kolektora
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Rys. 1-423. Obszary zastosowania tranzy-
stora
I — dopuszczalny obszar zastosowania przy zachowaniu
granicznych warunkéw miedzy baza a emiterem, I —
dodatkowy obszar zastosowania tranzystora zabloko-
wanego przy — Upg < 1,5V, IIl — obszar zastosowania
w czasie przelgczania dla zablokowanego tranzystora
przy —UBe< 1,5V, i P< 75 mJ
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Rys. 1-422. Zalezno$¢ catkowitej mocy strat
od temperatury otoczenia
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Rys. 1-424. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek-
tora od temperatury zlacza



